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h Paper IF Citations

206 zffectNofN”nterfaceNModificationNxonditionsNonNzlectricalNxharacteristicsNandNyeviceNxonsistencyNofN
OrganicNThinNFilmNTransistorscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2022aNihaNhkbhn 4.4

205 FluorinatedNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorsNforNxircuitN”mplementationNonNaNFlexibleNSubstrateN
2022aNfbf 3

204 zvaluationNofNPositivebwiasbStressb”nducedNyegradationNinN”nSnZnONThinbFilmNTransistorsNbyNLowN
FrequencyNNoiseNMeasurementcNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2022aNfbf 4.4 2

203 NeuromorphicN”mplementationNofNLogicNFunctionsNwasedNonNParallelNyualbGateNThinbFilmN
TransistorscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2022aNfbf 4.4 3

202 LowbFrequencyNNoiseNinNwridgedbGrainNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmNTransistorscNIEEEp
TransactionsponpElectronpDevicesaN2022aNknaNfnmibfnmm 2.9 1

201 SelfbxompensationNzffectNofNPhotobwiasN”nstabilitiesNinNab”nGaZnONThinbFilmNTransistorsN”nducedNbyN
UniqueN”onNMigrationcNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2022aNfbl 2.9 1

200 vNxomparativeNStudyNonN”nvertersNwuiltNWithNyualbGateNThinbFilmNTransistorsNwasedNonNyepletionbN
orNznhancementbModeNTechnologiescNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2022aNfbk 2.9 1

199 zlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorsoNvNwackbGateNTransistorNvrchitectureNwithN
vnnealingb”nducedNSourcedyrainNRegionsN2022aNglhbhfh

198 xompactN”ntegrationNofN“ydrogenâ��ResistantNaâ��”nGaZnONandNPolyâ��SiNThinâ��FilmNTransistorscN
MicromachinesaN2022aNfhaNmhn 3.3 0

197 ReliabilityNofNPolybSiNTFTsNunderNVoltageNPulseNwithNFastNTransitionNTimecNIEEEpElectronpDevicep
LettersaN2021aNfbf 4.4 2

196 vNUnifiedNyegradationNModelNofNzlevatedbMetalNMetalNOxideNVzMMOWNTFTsNUnderNPositiveNGateN
wiasNWithNorNWithoutNanN”lluminationcNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2021aNkmaNfemfbfeml 2.9 1

195 znhancedNThermalNStabilityNofNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorsNviaN
LowbTemperatureNNitrogenNPostbvnnealingcNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2021aNkmaNfkinbfkjh 2.9 6

194 vNcostbeffectiveNfluorinationNmethodNforNenhancingNtheNperformanceNofNmetalNoxideNthinbfilmN
transistorscNJournalpofpthepSocietypforpInformationpDisplayaN2021aNgnaNhfmbhgl 2.1

193
PbfnoNStudentNPosteroNznhancedNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorsNforNGatebyriverN
xircuitNFabricatedNonNaNFlexibleNSubstratecNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN
2021aNjgaNffgibffgl

0.5

192
mbfoNyistinguishedNPaperoNvNxostbzffectiveNFluorinationNMethodNforNznhancingNtheNPerformanceNofN
MetalNOxideNThinbFilmNTransistorsNUsingNaNFluorinatedNPlanarizationNLayercNDigestpofpTechnicalp
PaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2021aNjgaNllbme

0.5

191
PbfmoNStudentNPosteroNNonbOxidizingNPrebvnnealingNforNznhancedNFluorinationNofNanN
”ndiumbGalliumbZincNOxideNThinbFilmNTransistorcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalp
SymposiumaN2021aNjgaNffgebffgh

0.5

190 PbffoNSelfb“eatingN”nducedNyegradationNinNaNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNonNaNFlexibleN
SubstrateNandN”tsNMitigationcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2021aNjgaNfengbfenj0.5 1
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189 PbfcfoNxharacterizationNofNtheNOffbStateNxurrentNofNanNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmN
TransistorcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2021aNjgaNifhbifk 0.5 4

188 ThermalNwudgetNReductionNinNMetalNOxideNThinbFilmNTransistorsNviaNPlanarizationNProcesscNIEEEp
ElectronpDevicepLettersaN2021aNigaNfmebfmh 4.4 1

187
gncjoNReliabilityNznhancementNofNanN”ndiumbGalliumbZincNOxideNThinbFilmNTransistorNbyN
PrebFluorinationNNonbOxidizingNvnnealingcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN
2021aNjgaNiehbiek

0.5

186
gcgoN“ighbResolutionNvctivebMatrixNOrganicNLightbzmittingNyiodeNyisplayNRealizedNUsingN
zlevatedbMetalNMetalbOxideNTransistorNTechnologycNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalp
SymposiumaN2021aNjgaNjfbjf

0.5

185
fjcfoN”nvitedNPaperoNvNLowbTemperatureNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorN
TechnologyNforNFlexibleNzlectronicscNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2021aN
jgaNgegbgej

0.5 0

184 PbfcgoNvllbOxideNThinbFilmNTransistorsNforNLowbVoltagebOperationNxircuitscNDigestpofpTechnicalpPapersp
SIDpInternationalpSymposiumaN2021aNjgaNkmmbknf 0.5

183 ReliableN“ighbPerformanceNvmorphousN”nGaZnONSchottkyNwarrierNyiodesNWithNSiliconNyioxideN
PassivationNLayercNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2021aNigaNfhhmbfhif 4.4 1

182 Stackedb”nterconnectNforNMonolithicN”ntegrationNofNLowbTemperatureNPolysiliconNandNvmorphousN
MetalbOxideNThinbFilmNTransistorscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2021aNigaNfhhfbfhhh 4.4 1

181 UltravioletNtoNNearb”nfraredNwroadbandNPhototransistorsNwasedNonN“ybridN”nGaZnOdxmbwTwTN
“eterojunctionNStructurecNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2021aNfbf 4.4 1

180
gibgoNyistinguishedNStudentNPaperoNFluorinationNforNznhancingNtheNResistanceNofN
”ndiumbGalliumbZincNOxideNThinbFilmNTransistorNagainstN“ydrogenb”nducedNyegradationcNDigestpofp
TechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2020aNjfaNhilbhje

0.5 1

179
zxtractingNtheNxriticalNwreakdownNzlectricalNFieldNofNvmorphousN”ndiumbGalliumbZincbOxideNFromN
theNvvalancheNwreakdownNofNnb”ndiumbGalliumbZincbOxidedpZbNickelbOxideN“eterojunctionNyiodecN
IEEEpElectronpDevicepLettersaN2020aNifaNfeflbfege

4.4 4

178 FluorinatedNindiumbgalliumbzincNoxideNthinbfilmNtransistorNwithNreducedNvulnerabilityNtoN
hydrogenbinducedNdegradationcNJournalpofpthepSocietypforpInformationpDisplayaN2020aNgmaNjgebjgl 2.1 3

177 SuppressionNofNtheNShortbxhannelNzffectNinNyehydrogenatedNzlevatedbMetalNMetalbNOxideNVzMMOWN
ThinbFilmNTransistorscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2020aNklaNheefbheei 2.9 8

176 ReverselybSynchronizedbStressb”nducedNyegradationNinNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmNTransistorsN
andN”tsNSuppressionNbyNaNwridgedbGrainNStructurecNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2020aNifaNfgfhbfgfk 4.4 3

175 vNNovelNznvelopeNyetectorNwasedNonNUnipolarNMetalbOxideNTFTscNIEEEpTransactionsponpCircuitspandp
SystemspII:pExpresspBriefsaN2020aNklaNghklbghlf 3.5 6

174 ResilienceNofNFluorinatedN”ndiumbGalliumbZincNOxideNThinbFilmNTransistorNvgainstN“ydrogenb”nducedN
yegradationcNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2020aNifaNlgnblhg 4.4 10

173 vN“ighNGainNLowbNoiseNvmplifierNwasedNonN”TObStabilizedNZnONThinbFilmNTransistorscNIEEEp
TransactionsponpElectronpDevicesaN2020aNklaNjjhlbjjih 2.9 2

172 “ighbPerformanceNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmNTransistorsNwithoutNSourcedyrainNyopingNbyN
UtilizingNvnisotropicNxonductivityNofNwridgedbGrainNLinescNAdvancedpElectronicpMaterialsaN2020aNkaNfneenkf6.4 4

(2020-2021)
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171 LowNLeakageNxurrentNVerticalNThinbFilmNTransistorsNWithN”nSnObStabilizedNZnONxhannelcNIEEEp
ElectronpDevicepLettersaN2020aNifaNgimbgjf 4.4 6

170 vNTimingNModelNforNtheNOptimalNyesignNofNaNPrototypeNvctivebMatrixNyisplaycNIEEEpTransactionsponp
ElectronpDevicesaN2020aNklaNhfklbhfli 2.9 2

169
PbioNznhancedNScalabilityNandNReliabilityNofN“ighNMobilityNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmN
TransistorsNwithNwandgapNzngineeringcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2020
aNjfaNfhggbfhgj

0.5 1

168 yimensionNScalingNzffectsNonNxonductionNandNLowNFrequencyNNoiseNxharacteristicsNofN
”TObStabilizedNZnONThinNFilmNTransistorscNIEEEpJournalpofpthepElectronpDevicespSocietyaN2020aNmaNihjbiif 2.3

167 vNPlanarNSinglebvctuatorNwibStableNSwitchNwasedNonNLatchbLockNMechanismN2019aN 1

166 yegradationN”nducedNbyNForwardNSynchronizedNStressNinNPolybSiNTFTsNandN”tsNReductionNbyNaN
wridgedbGrainNStructurecNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2019aNieaNfiklbfile 4.4 6

165 PbffoNxarrierNxoncentrationNReductionNbyNFluorineNyopingNinNPbTypeNSnONThinbFilmNTransistorscN
DigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2019aNjeaNfgjfbfgji 0.5 2

164 PbfjoNGatebwiasbStressb”nducedN”nstabilityNinN“ybridbPhaseNMicrostructuralN”TObStabilizedNZnONTFTscN
DigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2019aNjeaNfgklbfgle 0.5

163 GateN”nsulatorNzngineeringNinNTopbGatedN”ndiumbTinbOxidebStabilizedNZnONThinbFilmNTransistorscN
IEEEpElectronpDevicepLettersaN2019aNieaNffeibffel 4.4 2

162 fchoNvNTimingNModelNforNtheNyesignNofNanNvctivebMatrixNyisplaycNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDp
InternationalpSymposiumaN2019aNjeaNfhbfk 0.5

161 mcgoN”nvitedNPaperoNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNwithNSelfbvlignedNSourcedyrainN
RegionscNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2019aNjeaNljblm 0.5

160
LowbTemperaturebProcessedNPowerNSchottkyNyiodeNwasedNonNvmorphousN
”ndiumbTinbZincbOxided”ndiumbGalliumbZincbOxideNwilayercNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN
2019aNkkaNiljnbilkh

2.9 5

159 xompactNModelingNofNThinbFilmNTransistorsNforNFlexibleN“ybridN”oTNyesigncNIEEEpDesignpandpTestaN
2019aNhkaNkbfi 1.4 8

158 SelfbvlignedNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorsNforNyisplaysNandNFlexibleNzlectronicsN
2019aN 7

157 LowbPowerNyesignNforNUnipolarN”TObStabilizedNZnONTFTNRF”yNxodeNGeneratorNUsingNyifferentialN
LogicNyecodercNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2019aNkkaNilkmbillh 2.9 9

156 vNxomparativeNStudyNonNFluorinationNandNOxidationNofN”ndiumâ��Galliumâ��ZincNOxideNThinbFilmN
TransistorscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNfnkbfnn 4.4 22

155 RealizationNandNxharacterizationNofNaNwulkbTypeNvllbSiliconN“ighNPressureNSensorcNJournalpofp
MicroelectromechanicalpSystemsaN2018aNglaNghfbghm 2.5 3

154 FluorinationbznabledNMonolithicN”ntegrationNofNznhancementbNandNyepletionbModeN
”ndiumbGalliumbZincNOxideNTFTscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNkngbknj 4.4 19
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153 PassivationNofNPolybSiNThinNFilmNzmployingNSiNSelfb”mplantationNandN”tsNvpplicationNtoNTFTscNIEEEp
JournalpofpthepElectronpDevicespSocietyaN2018aNkaNgiebgii 2.3 1

152 vNPhysicalNModelNforNMetalâ��OxideNThinbFilmNTransistorNUnderNGatebwiasNandN”lluminationNStresscN
IEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2018aNkjaNfigbfin 2.9 9

151 ”nvestigationNofNtopNgateNGaNNthinbfilmNtransistorNfabricatedNbyNyxNmagnetronNsputteringcNJournalp
ofpVacuumpSciencepandpTechnologypB:NanotechnologypandpMicroelectronicsaN2018aNhkaNehggeh 1.3 3

150 SuppressedNyegradationNofNzlevatedbMetalNMetalâ��OxideNThinbFilmNTransistorsNUnderNwipolarNGateN
PulseNStresscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNlelblfe 4.4 8

149 ThreebMaskNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNWithNSelfbvlignedNyefinitionNofNtheN
vctiveN”slandcNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNhjbhm 4.4 4

148 ThresholdNVoltageNvdjustmentNinN“ybridbMicrostructuralN”TObStabilizedNZnONTFTsNviaNGateN
zlectrodeNzngineeringcNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNnljbnlm 4.4 9

147 cNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNfhhmbfhif 4.4 2

146 PbfjoNTheNUseNofNFluorinationNtoNznhanceNtheNPerformanceNandNtheNReliabilityNofNzlevatedbMetalN
MetalbOxideNThinbFilmNTransistorscNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2018aNinaNfghjbfghm0.5 10

145 PbfheoNReliableNFlexibleNzlevatedNMetalNMetalbOxideN”GZONTFTscNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDp
InternationalpSymposiumaN2018aNinaNfjmlbfjmn 0.5 1

144 PbfcjoNzdgeNzffectsNofNThreebMaskNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNandNTheirN
zliminationcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2018aNinaNjhfbjhi 0.5 1

143 TheN”mplementationNofNFundamentalNyigitalNxircuitsNWithN”TObStabilizedNZnONTFTsNforNTransparentN
zlectronicscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2018aNkjaNjhnjbjhnn 2.9 6

142 mcfoN”nvitedNPaperoNznhancedNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNTechnologycNDigestpofp
TechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2018aNinaNljblm 0.5 1

141
PbfcioNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNwithNFluorinatedN”ndiumbGalliumbZincNOxideN
xhannelNtowardsNFlexibleNvpplicationscNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2018
aNinaNjgmbjhe

0.5

140
gichoNShortbxhannelN”ndiumbGalliumbZincNOxideNThinbFilmNTransistorNznabledNbyNThermalN
yehydrogenationNandNOxidizingNyefectbSuppressioncNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalp
SymposiumaN2018aNinaNgjjbgjm

0.5

139 hecfoNTransparentNwasicNLogicNxircuitsNwithN”TObStabilizedNZnONThinNFilmNTransistorscNDigestpofp
TechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2018aNinaNhggbhgj 0.5

138 OFFbStatebStressb”nducedN”nstabilityNinNSwitchingNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmNTransistorsNandN”tsN
”mprovementNbyNaNwridgedbGrainNStructurecNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2018aNhnaNfkmibfkml 4.4 7

137 vNwottombGateNMetalâ��OxideNThinbFilmNTransistorNWithNSelfbvlignedNSourcedyrainNRegionscNIEEEp
TransactionsponpElectronpDevicesaN2018aNkjaNgmgebgmgk 2.9 11

136 PbgfoNThreebMaskNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorNTechnologyNforN“ighbResolutionN
vMOLzyNvpplicationcNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2018aNinaNfgjkbfgjn 0.5

(2018-2018)
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135 xharacteristicsNofNzlevatedbMetalNMetalbOxideNThinbFilmNTransistorsNwasedNonN”ndiumbTinbZincN
OxidecNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2017aNhmaNmnibmnl 4.4 15

134 ”nvestigationNofN“ighbPerformanceN”TObStabilizedNZnONTFTsNWithN“ybridbPhaseNMicrostructuralN
xhannelscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2017aNkiaNhflibhfmg 2.9 28

133 vnNoxidationblastNannealingNforNenhancingNtheNreliabilityNofNindiumbgalliumbzincNoxideNthinbfilmN
transistorscNAppliedpPhysicspLettersaN2017aNffeaNfigfeg 3.4 18

132 MechanismNandNOriginNofN“ysteresisNinNOxideNThinbFilmNTransistorNandN”tsNvpplicationNonNhbyN
NonvolatileNMemorycNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2017aNkiaNihmbiik 2.9 41

131 â��yrivingâ��bStressb”nducedNyegradationNinNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmNTransistorsNandN”tsN
SuppressionNbyNaNwridgedbGrainNStructurecNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2017aNhmaNjgbjj 4.4 6

130 vNfgeebatmosphereNbulkbtypeNallbsiliconNpressureNsensorN2017aN 2

129 ”ntegratingNPolybSiliconNandN”nGaZnONThinbFilmNTransistorsNforNxMOSN”nverterscNIEEEpTransactionsponp
ElectronpDevicesaN2017aNkiaNhkkmbhklf 2.9 30

128 yynamicbGatebStressb”nducedNyegradationNinNwridgedbGrainNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmN
TransistorscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2016aNkhaNhnkibhnle 2.9 5

127 FabricationNofN“ighbPerformanceNwridgedbGrainNPolycrystallineNSiliconNTFTsNbyNLaserN”nterferenceN
LithographycNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2016aNkhaNfemjbfene 2.9 11

126 SynthesisaNcharacterizationNandNfabricationNofNultrathinNironNpyriteNVFeSgWNthinNfilmsNandNfieldbeffectN
transistorscNRSCpAdvancesaN2016aNkaNmgnebmgnk 3.7 12

125 PbggoNTurnbOnNVoltageNModulationNofN”ndiumbGalliumbZincbOxideNThinbFilmNTransistorsNthroughN
ThermalNvnnealingNProcessescNDigestpofpTechnicalpPaperspSIDpInternationalpSymposiumaN2016aNilaNffnlbffnn0.5 3

124 “ighbperformanceNstaggeredNtopbgateNthinbfilmNtransistorsNwithNhybridbphaseNmicrostructuralN
”TObstabilizedNZnONchannelscNAppliedpPhysicspLettersaN2016aNfenaNfmgfej 3.4 23

123 MzMSNpressureNsensorsNforNhighbtemperatureNhighbpressureNdownholeNapplicationsN2016aN 6

122 N2016aN 22

121 zlevatedbMetalâ��MetalbOxideNThinbFilmNTransistoroNTechnologyNandNxharacteristicscNIEEEpElectronp
DevicepLettersaN2016aNfbf 4.4 25

120 “ighNPrecisionNvctivebMatrixNSelfbxapacitiveNTouchNPanelNwasedNonNFluorinatedNZnONThinbFilmN
TransistorcNJournalpofpDisplaypTechnologyaN2015aNffaNggbgn 9

119 cNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2015aNkgaNjlibjln 2.9 32

118 vNSelfbScannedNvctivebMatrixNTactileNSensorNRealizedNUsingNSiliconbMigrationNTechnologycNJournalpofp
MicroelectromechanicalpSystemsaN2015aNgiaNkllbkmi 2.5 3
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117 SignificantNReductionNofNyynamicNNegativeNwiasNStressb”nducedNyegradationNinNwridgedbGrainN
PolybSiNTFTscNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2015aNhkaNfifbfih 4.4 7

116 ThermallyN”nducedNVariationNofNtheNTurnbONNVoltageNofNanN”ndiumâ��Galliumâ��ZincNOxideNThinbFilmN
TransistorcNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2015aNkgaNhlehbhlem 2.9 12

115 ReversibleNvnionNzxchangeNReactionNinNSolidN“alideNPerovskitesNandN”tsN”mplicationNinNPhotovoltaicscN
JournalpofpPhysicalpChemistrypCaN2015aNffnaNgkmmhbgkmmm 3.8 38

114 ”dentifyingNtheNOptimumNMorphologyNinN“ighbPerformanceNPerovskiteNSolarNxellscNAdvancedpEnergyp
MaterialsaN2015aNjaNfiefllj 21.8 57

113 StudyNofNtheNxharacteristicsNofNSolidNPhaseNxrystallizedNwridgedbGrainNPolybSiNTFTscNIEEEp
TransactionsponpElectronpDevicesaN2014aNkfaNfifebfifk 2.9 10

112 xharacterizationNofNyxbStressb”nducedNyegradationNinNwridgedbGrainNPolycrystallineNSiliconN
ThinbFilmNTransistorscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2014aNkfaNhgekbhgfg 2.9 12

111 vNxomparativeNStudyNonNtheNzffectsNofNvnnealingNonNtheNxharacteristicsNofNZincNOxideNThinbFilmN
TransistorsNWithNGatebStacksNofNyifferentNGasbPermeabilitycNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2014aNhjaNmifbmih4.4 19

110
TheNResistivityNofNZincNOxideNUnderNyifferentNvnnealingNxonfigurationsNandN”tsN”mpactNonNtheN
LeakageNxharacteristicsNofNZincNOxideNThinbFilmNTransistorscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN
2014aNkfaNfellbfemi

2.9 26

109 vNtechnologyNforNmonolithicNMzMSbxMOSNintegrationNandNitsNapplicationNtoNtheNrealizationNofNanN
activebmatrixNtactileNsensorN2014aN 2

108 yegradationNofNPolycrystallineNSiliconNTFTNxMOSN”nvertersNunderNvxNOperationcNIEEEpTransactionsp
onpElectronpDevicesaN2013aNkeaNgnjbhee 2.9 2

107 SchottkyNwarrierNxontrolledNxonductionNinNPolybSiNTFTsNWithNMetalNSourceNandNyraincNIEEEp
TransactionsponpElectronpDevicesaN2013aNkeaNfnjmbfnki 2.9

106 wridgedbGrainNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmNTransistorscNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN
2013aNkeaNfnkjbfnle 2.9 18

105 “ighbperformanceNpolycrystallineNsiliconNthinbfilmNtransistorsNintegratingNsputteredNaluminumboxideN
gateNdielectricNwithNbridgedbgrainNactiveNchannelcNSemiconductorpSciencepandpTechnologyaN2013aNgmaNffjeeh1.8 8

104 “ighNstabilityNfluorinatedNzincNoxideNthinNfilmNtransistorNandNitsNapplicationNonNhighNprecisionN
activebmatrixNtouchNpanelN2013aN 6

103 SelfbvlignedN”ndiumâ��Galliumâ��ZincNOxideNThinbFilmNTransistorNWithNSourcedyrainNRegionsNyopedNbyN
”mplantedNvrseniccNIEEEpElectronpDevicepLettersaN2013aNhiaNkebkg 4.4 34

102 xharacteristicsNofNThinbFilmNTransistorsNFabricatedNonNFluorinatedNZincNOxidecNIEEEpElectronpDevicep
LettersaN2012aNhhaNjinbjjf 4.4 32

101 ZincbOxideNThinbFilmNTransistorNWithNSelfbvlignedNSourcedyrainNRegionsNyopedNWithN”mplantedN
woronNforNznhancedNThermalNStabilitycNIEEEpTransactionsponpElectronpDevicesaN2012aNjnaNhnhbhnn 2.9 33

100 vnalysisNofNyegradationNMechanismsNinNLowbTemperatureNPolycrystallineNSiliconNThinbFilmN
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